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 MoS2は、層状半導体としてフレキシブルデバイスへの応用可能性を期待されており、単結晶の

他 MoO3を原料とした CVD や前駆体の溶液塗布による製膜が行われている。しかし、結晶性の

良い MoS2 を得るには600℃以上の高温が必要である。我々は、溶液から合成した前駆体を透過電

子顕微鏡（TEM）観察しながら真空中加熱することにより、なぜ高温が必要であるかを調べた[1]。

前駆体は(NH4)6Mo7O24・4H2O水溶液に(NH4)2S水溶液を加え撹拌することにより(NH4)2MoS4を得、

その後 NaBH4 を加えることによりMoSxとした。TEM観察を容易にするため反応をポリビニルピ

ロリドン水溶液中で行い、前駆体を微粒子として合成した。 

 TEM観察の結果、前駆体は大きさ200～500nm程度のアモルファス粒子であった。TEM観察のた

めの電子線照射により、5～20nm程度の結晶粒子が現れた。観察される格子間隔は、図1に示すよ

うに0.22nm, 0.26nm, 0.32nm, 0.45nm, 0.50nmであり、既知のMo-S化合物では説明できない。真空中

で加熱を行っても400℃程度までは変化が見られなかった。さらに加熱していくと、500℃で図2a

に示すようにMoS2(0001)に対応する間隔0.62nmの層状構造が弱く現れるが、550℃（図2b）でコン

トラストが上がるとともに半分の0.31nmの構造になる。さらに600℃にすると明確な0.62nmの構造

に変化する。MoS2の生成に600℃を要する原因は、より低温で図１や図2bに示すような別の物質

ができていることによるものと考えられる。 
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